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Non volatilitNon volatilitéé, pourquoi? , pourquoi? 
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Cycles dCycles d’é’écriture / lecture rapides (~30ns) criture / lecture rapides (~30ns) 
Tensions dTensions d’é’écriture compatibles CMOS (1criture compatibles CMOS (1--2V)2V)
Forte densitForte densitéé
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Peu de masques additionnels (3)Peu de masques additionnels (3)
ProcessProcess compatible CMOS (compatible CMOS (postpost processprocess))
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AboveAbove ICIC
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3 g3 géénnéérations: rations: 

Field Field InducedInduced MagneticMagnetic SwitchingSwitching (FIMS)(FIMS)

ThermalyThermaly AssistedAssisted SwitchingSwitching (TAS)(TAS)

Spin Torque Spin Torque TransferTransfer (STT)(STT)
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FIMSFIMS

I2

H2

H1

I1
Ir

writing reading

Parallel orientation
Low resistance

Anti-Parallel orientation
High resistance

TMR=
Rmax - Rmin

Rmin
~40 to 220%

Rmin ~3kΩ - 10M Ω
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Jonctions de premiJonctions de premièère gre géénnéérationration
Courants dCourants d’é’écriture criture éélevlevéés (10mA)s (10mA)
Larges lignes dLarges lignes d’é’écriturecriture
Gros transistorsGros transistors
½½ sséélectivitlectivitéé

ProblProblèèmes de mes de scalabilitscalabilitéé
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ON
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IW

Renesas, Grandis…

Courants d’écriture: ~120µA
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RSRAMRSRAM
Vdd

Vss=0

Q Q

JTM JTM Q

Q
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Reconfiguration complReconfiguration complèète en te en 
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MultiMulti--contextecontexte faible cofaible coûûtt

Robustesse aux radiationsRobustesse aux radiations
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Reconfiguration masquReconfiguration masquééee
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Reconfiguration globale en un cycleReconfiguration globale en un cycle
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MultiMulti--contextescontextes
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RSRAMRSRAM
ÉÉtude / simulations sur la RSRAM tude / simulations sur la RSRAM 
(dimensionnement, dispersions(dimensionnement, dispersions……))
Validation CMOS (AMS 0.35Validation CMOS (AMS 0.35µµ))


